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Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola kvant nuqtalarini olish va ulardan foydalanish
usullarini o'rganadi. Mosigrid gaz fazasi epitaksisi (MBE) usuliga garatilgan va
ushbu usulning ishlash tamoyillari, qo'llanilishi sohalari, afzalliklari va cheklovlari

haqida ma'lumot berishga qaratilgan.
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Abstract: This research paper explores methods for obtaining and using quantum
dots. Mosigrid focuses on the gas phase epitaxy (MBE) method and aims to
provide information on the working principles, applications, advantages and

limitations of this method.
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AHHoTaumMsi: B maHHOW wuCciaegoBaTeIbCKOM paboTe HCCISAYIOTCS METOMIBI
MOJIy4eHHs] M MCIOJIb30BaHUSI KBaHTOBBIX Touek. Mosigrid dokycupyercs Ha
Metojie razodazHoit snurakcuu (MIIJ) u ctpemutcs npeaocTaBUTh HHPOPMALIUIO
O TpUHIMNAX pPabOThl, MPUMEHEHUU, MPEUMYIIECTBAX W OTPAHMYCHUSX 3TOTO

METO/A.

KiarwueBbie caoBa: moneoit Tpansuctop (TEGFET, (2DEG), MBE s,

rerepocTpykrypa AlGaAs, kBaHTOBas TOYKa, KBAaHTOBas MPOBOJIOKA, KBAaHTOBAs

npoBoJioka, nmxekius, CCl4.

Kirish
Moshidridli gaz fazali epitaksiyada

(MOSGE) geterostrukturalari atmosfera bosimida gaz fazali reaktorda

o'stiriladi. Bunday reaktorlarda gaz fazasiodatda yotqizilgan moddaning
atomlari bilan aralashtirilgan vodorodning issiq oqimi. Tajribalardan birida
[2] kabiYarimo'tkazgich molekulalarining manbalari sifatida arsin,
shuningdek trimetilgalyum yoki trimetilindiy ishlatilgan. Shakllantirish
uchunTrimetilgalyum va arsin KNlar navbatma-navbat reaktorga kiritildi.
Bundan tashqari, uglerod xlorid CCls dopant sifatida ishlatilgan. Tajribalar
natijjasida 430...650 °C ish harorati oraligida eng yuqori sifatli
heterostrukturalar taxminan 580 °C ish haroratida o'stirilganligi va CCl,
bilan qo'shilganligi ko'rsatilgan. Bunday QDlarning fotoluminesans
intensivligi nazorat namunalarinikidan kattaroq bo'lgan. InAs/GaAs kvant
nuqtalarining o‘sish jarayoni parametrlarini turli usullar bilan o‘zgartirish
orgali hosil bo‘lgan QD parametrlarini keng diapazonda boshqarish
mumkinligi ko‘rsatilgan. Kolloid sintez usuli Kolloid sintez usuli yordamida
QDlarni yig'ish suyuq fazada amalga oshiriladi. Misol uchun, CdSe
nanokristallarining kolloid sintezi uchun dimetil kadmiy va selen kukuni
trialkilfosfinda eritiladi, so'ngra hosil bo'lgan aralash 350 © C haroratgacha

qizdirilgan trioktilfosfinga AOK qilinadi. Nanokristal urug'larning o'sishi

"IxoHomuka u couuym' Ne3(118) 2024 www.iupr.ru



280...300 °C haroratda sodir bo'ladi. Texnologik jarayonning parametrlarini
nazorat qilish orqali o'sish sharoitlarini o'zgartirish va turli diametr va
shakldagi nanokristallarni olish mumkin [3].

Boshlang'ich moddalar kontsentratsiyasi va haroratning oshishi kattaroq
o'lchamdagi va tezroq nanokristallarning shakllanishiga olib keladi.
Dastlabki aralashmaning tarkibiy qismlarini reaktorga silliq etkazib berish
va past harorat kichik sharsimon nanokristallarning shakllanishiga olib
keladi.

shakllari. Agar kerak bo'lsa, texnologik parametrlarni tanlab, ma'lum
yo'nalishlarda nanokristallarning o'sishiga erishish mumkin. Shu tariga
ko*pburchak shaklidagi nanokristallarni hosil qilish mumkin.

va hatto tetrapodlar. KT ishlab chiqarishning yakuniy bosqichida

olingan nanokristallar ZnS yoki CdS kabi keng diapazonli material bilan
yuqoridan qoplanadi. Buning uchun reaksiya aralashmasiga asta-sekin rux
dietil Zn(Et), va trimetilsilan sulfid (CH3);Si-S-Si(CHs); bo'lgan eritma
qo'shiladi.

Hozirgi vaqtda kompyuter tomografiyasini boshqa yaxshi
tasdiglangan usullar, masalan, litografiya yordamida ham olish mumkin.
Bundan tashqari, ko'plab zamonaviy va hatto biroz ekzotik usullar ishlab
chiqilgan, masalan, elektrokimyoviy kristallanish orqali metall KN larni
hosil qilish [4]
yoki pufakchalarni elektroporatsiyalash orgali KN larni olish [5]. Kolloid
sintez usulining shubhasiz afzalligi kvantni ommaviy ishlab chiqarish
imkoniyatidir.

KT ning xarakterli xususiyatlari juda keng yutilish spektri va tor emissiya
spektri bo'lib, buning natijasida keng diapazonda lyuminestsent tizimlarni
qurishMoshidridli gaz fazali epitaksiyada (MOSGE) geterostrukturalari
atmosfera bosimida gaz fazali reaktorda o'stiriladi. Bunday reaktorlarda gaz

fazasi odatda yotqizilgan moddaning atomlari bilan aralashtirilgan
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vodorodning issiq oqimi ostida o’tqaziladi. Tajribalardan birida [2] kabi
Yarimo'tkazgich molekulalarining manbalari sifatida arsin, shuningdek
trimetilgalyum yoki trimetilindiy ishlatilgan. Shakllantirish
uchunTrimetilgalyum va arsin QDlar navbatma-navbat reaktorga kiritildi.
Bundan tashqari, uglerod xlorid CCls dopant sifatida ishlatilgan. Tajribalar
natijjasida 430-650 °C ish harorati oraligida eng yuqori sifatli
heterostrukturalar taxminan 580 °C ish haroratida o'stirilganligi va CCl,
bilan qo'shilganligi ko'rsatilgan. Bunday QDlarning fotoluminesans
intensivligi nazorat namunalarinikidan kattaroq bo'lgan. InAs/GaAs kvant
nuqtalarining o‘sish jarayoni parametrlarini turli usullar bilan o‘zgartirish
orqali hosil bo‘lgan KN parametrlarini keng diapazonda boshqarish
mumkinligi ko‘rsatilgan. Kolloid sintez usuli Kolloid sintez usuli yordamida
QDlarni yig'ish suyuq fazada amalga oshiriladi. Misol uchun, CdSe
nanokristallarining kolloid sintezi uchun dimetil kadmiy va selen kukuni
trialkilfosfinda eritiladi, so'ngra hosil bo'lgan aralash 350 ° C haroratgacha
qizdirilgan trioktilfosfinga AOK qilinadi. Nanokristal urug'larning o'sishi
280-300 °C haroratda sodir bo'ladi. Texnologik jarayonning parametrlarini
nazorat qilish orqali o'sish sharoitlarini o'zgartirish va turli diametr va
shakldagi nanokristallarni olish mumkin [3].

Boshlang'ich moddalar kontsentratsiyasi va haroratning oshishi kattaroq
o'lchamdagi va tezroq nanokristallarning shakllanishiga olib keladi.
Dastlabki aralashmaning tarkibiy qismlarini reaktorga silliq etkazib berish
va past harorat kichik sharsimon nanokristallarning shakllanishiga olib
keladi.
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